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【はじめに】GaN/AlN の多重量子井戸(MQW)構造におけ

るサブバンド間遷移は 1.55μm における通信波長帯での

超高速光スイッチとして期待されている。我々はGaN/AlN

のMQWを用いて、光スイッチ動作の実証実験に成功した

[1]。ところが、サブバンドのエネルギー準位や光吸収度

に関しては不明な部分が多く、光吸収を制御して低消費電

力の光スイッチを製作するために結晶成長の計画的な改

善が出来なかった。そこで、MQWの結晶成長と関連付け

て量子構造を第一原理的に数値計算することで光吸収特

性の結晶依存性を検討した。  

【実験】Fig.1.にデバイス構造断面模式図を示す。MOVPE

を用いて、サファイア基板上に低温バッファーを介して

GaN テンプレートを成長した。さらにその上に、緩和層と

してAl0.35GaNを積み、光吸収層として n-GaN/AlN MQW、

キャップ層として n-GaNを成長した。そこへ p偏光を 45°

方向で入射し、25 回多重反射させ，光吸収を観察した。

その吸収波長に対応したエネルギー準位差、吸収強度を

数値計算し、実験結果と比較検討した。 

【結果】得られた構造の逆格子マップを Fig.2.に示す。

MQW特有のサテライトピークが観測された。この結果

から歪みを考慮して GaNの量子井戸幅を見積もった．

GaN/AlN 界面の組成急峻性，井戸幅の面内ばらつきのみ

をパラメーターとし、基底状態と第一励起状態のエネル

ギー差を計算して Fig.3.のようにサブバンド間遷移の波

長を再現できた。さらに、波動関数の振動子強度から光

吸収度を計算し，実験結果と良い一致を得た。 
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Fig.1. Schematic cross-sectional 

view of GaN/AlN-MQW 

Fig.2. Measurement of crystal quality 

evolution of GaN/AlN-MQW with RSM 

Fig.3. Fitting crystal growth parameter 

of experimental data 
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